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【手続補正書】
【提出日】平成29年3月21日(2017.3.21)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　強誘電性ポリマーを含む少なくとも１つの層と、この層の両側に少なくとも２つの電極
とを含む強誘電体メモリ装置であって、強誘電性ポリマーは、一般式Ｐ（ＶＤＦ－Ｘ－Ｙ
）で表され、式中、ＶＤＦはフッ化ビニリデン単位を表し、Ｘはトリフルオロエチレン単
位またはテトラフルオロエチレン単位を表し、Ｙは第３のモノマーから得られる単位を表
し、ポリマー中のＹ単位のモル比は６．５％以下である、強誘電体メモリ装置。
【請求項２】
　Ｙが、テトラフルオロエチレン単位、フッ化ビニル単位、パーフルオロ（アルキル　ビ
ニル）エーテル単位、ブロモトリフルオロエチレン単位、クロロフルオロエチレン単位、
クロロトリフルオロエチレン単位、ヘキサフルオロプロピレン単位、テトラフルオロプロ
ペン単位、クロロトリフルオロプロペン単位、トリフルオロプロペン単位またはペンタフ
ルオロプロペン単位を表す、請求項１に記載の装置。
【請求項３】
　Ｙが、クロロトリフルオロエチレン単位を表す、請求項２に記載の装置。
【請求項４】
　Ｘがトリフルオロエチレン単位を表す、請求項１から３のいずれか一項に記載の装置。
【請求項５】
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　ポリマー中のＹ単位のモル比が０．１から６．５％の値を有する、請求項１から４のい
ずれか一項に記載の装置。
【請求項６】
　ポリマー中のＹ単位のモル比が０．５から６％の値を有する、請求項５に記載の装置。
【請求項７】
　ポリマー中のＹ単位のモル比が２から５％の値を有する、請求項５に記載の装置。
【請求項８】
　ポリマー中のＶＤＦ単位とＸ単位のモル比が５５：４５から８０：２０の値を有する、
請求項１から７のいずれか一項に記載の装置。
【請求項９】
　ポリマー中のＶＤＦ単位とＸ単位のモル比が６０：４０から７５：２５の値を有する、
請求項８に記載の装置。
【請求項１０】
　強誘電性ポリマーの層が１μｍ未満の厚さを有する、請求項１から９のいずれか一項に
記載の装置。
【請求項１１】
　強誘電性ポリマーの層が１０ｎｍから９００ｎｍの厚さを有する、請求項１０に記載の
装置。
【請求項１２】
　強誘電性ポリマーの層が１００ｎｍから８００ｎｍの厚さを有する、請求項１０に記載
の装置。
【請求項１３】
　強誘電性ポリマーとの混合物として、または別の層の形で、半導体材料を含む、請求項
１から１２のいずれか一項に記載の装置。
【請求項１４】
　半導体材料が半導体ポリマーである、請求項１３に記載の装置。
【請求項１５】
　強誘電体コンデンサを含むか、または強誘電体コンデンサである、請求項１から１４の
いずれか一項に記載の装置。
【請求項１６】
　強誘電体電界効果トランジスタを含むか、または強誘電体電界効果トランジスタである
、請求項１から１４のいずれか一項に記載の装置。
【請求項１７】
　強誘電体ダイオードを含むか、または強誘電体ダイオードである、請求項１から１４の
いずれか一項に記載の装置。
【請求項１８】
　強誘電性ポリマーの１つの層の両側または強誘電性ポリマーの複数の層の両側に、２つ
の電極配列を含む集積メモリ装置である、請求項１から１７のいずれか一項に記載の装置
。
【請求項１９】
　強誘電体メモリ装置の製造における一般式Ｐ（ＶＤＦ－Ｘ－Ｙ）の強誘電性ポリマーの
使用であって、式中、ＶＤＦはフッ化ビニリデン単位を表し、Ｘはトリフルオロエチレン
単位またはテトラフルオロエチレン単位を表し、Ｙは第３のモノマーから得られる単位を
表し、ポリマー中のＹ単位のモル比は６．５％以下である、使用。
【請求項２０】
　強誘電性ポリマーが請求項２から９のいずれか一項に記載のものであり、および／また
は強誘電体メモリ装置が請求項１３から１８のいずれか一項に記載のものであり、および
／または強誘電性ポリマーが請求項１０から１２のいずれか一項に記載の層の中に配置さ
れる、請求項１９に記載の使用。
【請求項２１】
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　強誘電性ポリマーが、スピンコーティング、噴霧または印刷することによって基板上に
堆積される、請求項１９または２０に記載の使用。


	header
	written-amendment

